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离子注入BatF 玄薄膜的光学性质

首 论 周 明 赵西南 丈雪冬

(西南技 术物理研 究所)

摘典
: 本文报 导了F

+

离子注入 时B a F
:
薄膜 的光学性质的影响

,

实脸现 察到了

离子注入 引起的薄膜的透过率谱的变化
,

在一定温度下退火可 以 使这种变化消除
。
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im p la n ta tio n

T h e e ha n g e

o f tr a n sp a r e n t s p e c tr o m in d u c仑d b y io n im p la n ta ti o n
一

w a s o bs e r v e d
, a n d

1t e a n b e e lim in a ted b y a n n e a lin g a t c e r ta in te m p e r a tu r e :

离子注入被广泛地应用于半导体器件的生产和各种材料的表面改性
。

对于各种方法制备

的光学薄膜
,

适当的离子注入处理也可望使其物理
、

化学性质发生改变或改善
。

通常蒸镀的

介质膜的组分是偏 离化学配比的
。

选择适 当的元素进行注入则可能调整其化学成分
。

离子注

入过程中
,

能量在薄膜上的淀积作用对薄膜的微组织结构也可能产生影响
,

从而可望改善薄

膜的机械
、

光学
、

表面活性等性质
。

离子注入产生的材料表面附近的折射率变化
,

被用于光

波导器件的制作
、
‘J

。

对M g F Z光学薄膜的等离子体处理也 改善了它的吸水性卿〕
。

本文报 导

用F
‘

离子注入的B
a F

:

薄膜的光学性质
。

实验用的B。F
:

薄膜样品用阻热式真空蒸发法制备
,

衬底为K
。

玻璃
,

衬温2 00 ℃
。

用椭

偏仪测量薄膜厚度为6 8 0 0人
。

离子注入L C
一
Z B型离子注入机 (长沙) 上进行

。

注入过程中
,

系统维持s x ”
“

兮T 0 r r的真空
,

样品
一

保持室温
。

注入的 F
+

离子经过磁 分 析 器 后
一

再
「

加速 到

8 0 k o V 的能量
。

为避免热效应
,

离子束流小于久邹A / 交m
恋 。

注入的剂量 分 别为 l书 1。’‘
,

5x 10 l’‘
~

ix 10
’“
Io n / cm

艺。
「

薄膜经注入后可观察到其颜色随注入剂量的增加由无色变 到

棕色
。

用 U V
一
3 65 型 (岛津) 分光光度计测出的透过率曲线如图 1所示

。

随着注入剂量的 增

加
,

薄膜的透过率减小
。

当剂量小于I X 10 “ 1o n / “ m Z

时‘ 这种变化不 明显
,

当 剂 量大 到

5 x 10 “ lo n / “m
么,

透过率显著减小
。

这种透过率的减小
,

在紫外到可见光区十分明显
。
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将注入样品在一定的温度下烘烤一定时间
,

其光学透过 率 发生 变化
。

如 图2 所示
,

1 x lo 蹄 Io n /
c m “的剂量注入的样品

,

在大气气氛下
,

经 30 0 ℃
, 1 0h 的烘烤后

,

其透过 率 曲

线几乎恢复到未注入时水平
。
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各种 剂量注 入F
十

离子的B a F
:

薄膜的透过率 曲线
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注入
,

8 0 k e V
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图Z F十

离子注 入B a F Z 一

薄膜的透过率在退 火处理 后的透过率曲线

1
.

F +

注入
,

8 0 k e V
, 1 x 1 0 ’” e m 一 2 2

.

3 0 0℃退火
, 1 0 h

Ba F : 薄膜呈现的上述变化的机理有待进一步研究
,

可能有如下几种
:

(1 ) F
十

离子注入引起薄膜成分变化
,

使 F的相对含量增高
,

带来了附加极敬
。

( 2) 离子轰击可能使晶格受到严重损伤
,

微组织结构受到一定破坏
,

甚至形成非晶态
·

层
。

(3 ) 烘烤过程中
,

薄膜中过量的F重新挥发出来
,

注入损伤得恢复
,

从而表现出 光学

透过率曲线的恢复
。

对于离子注 入后薄膜的其它特性
,

如粘附性
,

耐磨性
,

密度
,

微组织结构等的变化还须

进一步研究
。
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透明介质厚度的散斑法测量

肖明海

(军械工程学院 )

摘要
: 本文提 出了用嵌光散斑技 术浏量透明介质厚度的方法

,

导 出 了试件厚度

与散斑位移 的关系式
,

并进行 了比较实验和误差分析
。

Th e m e a su re m 健n t o f th e th ic kn e ss o f t ra n sPa re n t m e d iu m w 若th m e th o d

o f s e a t te re d
一 sPo t

X ia o M in g h a i

(Io s titu te o f O rd o a n e e E n g in e e rin g )

Abst ra e t : In t五e Pa Pe r

th ie k n e s s o f tr a n sPa r e扛t

t h e m e t h o d i￡ p r e s en te d t ha t m ea s u r e s th e

m e d iu m b y 仇 e a n s o f t e e h n o lo g y o f th o s e a -

tt e r ed la se r 一 sp o t
.

T h e r e la tio n sh ip b e tw e e n th o tli ie k n e s s o f te : t s a m p le

a n d t五e la s e r
一 s p o t r e p la e o m o n t 15 tu r n ed o u t , t h e e r r o r o f t he m e a -

s u r o m 。。t 15 d is e u s s ed a n d th e e x p e r im en ta l r e s u lts a r e 仁o nr p a r ed w ith

th a t o f th e m e e h a n iea l m e t lio d
.

、

引 盲

目前
,

测量物体厚度的方法大都采用卡尺千分尺来完成
,

这对表面光洁度要求不高的零件

是一种方便而亨莽的检卿方法
?

,

但对一些透明介声而表面光洁度要求较高的零件的测量是不
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